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SORBIDA EN VOLFRAMIO
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Instituto de Fisica de Materiales del CENFA "L. Torres Quevedo".
C.S5.I.C. Madrid.

En este trabajo se presentan los resultados experimentales de
adsorcifn a temperatura ambiente de oxfgeno en volframio y desor—
cién de la capa formada obtenidos por bombardeo con electrones len
tos combinado con la elevacifn programada de la temperatura. De
los resultades obtenidos se desprende que el oxfgeno se adsorbe en
dos estados denominados}g1 y f32, con poblaciones de 5.7x1014 y
3.4x1014 moléc:ulasfcm2 respectivamente.

Al elevarse la temperatura por encima de los 60K, el j3 se
transforma en un nuevo estado llamado '2 gue se desorbe a partir
de los 1200K en forma de oxidos. E1 estadmjsq desorbe en forma de

oxigeno atémico a partir de los 1700K alcanzando el m&ximo a los
2200K .

Se han calculado las energfas de desorcién de todos los esta
dos.

I. INTRODUCCION

E1l fenfmeno de adsorcién de oxfgeno en volframio es uno de los mas exten—
samente estudiados, desde los tiempos de Langmuir (1). Su interés radica fundamental-—
mente, en la fuerte interaccién entre adsorbato y sustrato, que provoca en determina—

das condiciones la reconstruccifin de la superficie.

El sistema experimental y el método seguido se han descrito en otra comu-—

nicacidén (7) por lo gue no se menciona en este trabajo.

IT. RESULTADOS EXPERIMENTALES E INTERPRETACION

Cuando se establece una presifn de oxigeno en el recinto en el gue se en—
cuentra el sustrato, y se registra la corriente superficial provocada por bombardeo
: - 4 ey
electrénico (10 y A) se obtiene una corriente debida a iones O en la forma indicada

en la Fig. 1, donde se incluye tambien la distribucién de energia.

Los resultados se pueden resumir en los siguientes puntosi

1] Durante la primera parte de la adsorcién no se detecta ningdn tioo de corriente 19
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nica de superficie, lo que implica la existencia de un estado llamado }3 q» ©on sec-

-24 2
cién eficaz de ionizacién inferior al limite detectable (A~ 10 cm ).

En trabajos recientes [2)[3)(6] llevados a cabo con la técnica de medida
de distribucifn de energfa de los iones desorbidos por impacto electréfnico (ESDIED),

se han reconocido dos estados Jg 17 llamados répido y lento.
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2] A partir de gue la superficie ha recibido una dosis superior a los 2x10 torrxsec
3 5 e ;
comienzan a detectarse iones 0O . Este estado recibe el nombre d84!32 y se forma hasta

-5
gue el sustrato ha recibido una dosis de 10 torrxsegundos.

Estos resultados pueden explicarse, de acuerdo con los datos obtenidos
por LEED y cambios de la funcién de trabajo por Bauer (9) como resultado del paso de
una capa no reconstruida en lo gque dominan las interacciones sustrato-adsorbato, a
una capa en la gue dominan las interacciones adsorba%o—adsurbato. Este cambio ocurre,
de acuerdo con los autores citados, a un cubrimiento crftico de 0.75 de monocapa. Es-
te resultado coincide, como se verd mds adelante, con los datos de poblaci6n medidos

por desorcifn térmica en este trabajo.

A la vista de estos resultados se hace necesaria la aplicacién de otra
técnica para conocer las poblaciones de estos estados. En nuestro caso se ha emplea-
do con este objeto el m&todo de desorcifn térmica. De los resultados obtenidos se
pueden calcular las poblaciones de los dos estados, asf como los espectros de desor—

cifbn representados en la Fig. 2. De estos resultados se deduce que la poblacién del
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estado j31 es de 6x10 mol/cm2 y. el d81“132 de I3.E]>(’ll]!I mol/cm , (de acuerdo con
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los resultados de Wang y Gomer (5]) presentando este dltimo una seccifn eficaz de io-

-20 2
nizacifn de 5x10 Cm .
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Si se produce, en una capa completa, una elevacifén lenta de temperatura
-1 : = .
(ev 10 Ks ) registrédndose simulténeamente los aumentos de presifn en el sistema se
obtienen los resultaods representados en la Fig. 3, de los cuales se deducen los si-

guientes hechos:

12, Al elevarse la temperatura por encima de los 600 K el EStadD‘/azfdel oxfgeno co-

| ;
mienza a desaparecer, formdndose un nuevo estado, el‘}3 o1 MO produce desorcién

2 de iones ni de partfculas neutras dentro del limite de sensibilidad de nuestros
a
instrumentos. La energfa de la transformacifn es de unos 2.2 eV.
°, Si se eleva la temperatura por encima de 1200K se provoca la desorcién del nuevo
estado.}3'2, en forma de 6xido de volframio (Wo, WOZ, WUS) entre 1200K y 2000K
; con energfas de activacién gue van desde 3.9 eV a 5.8 eV, con cinéticas de primer
orden.
2y
32. A partir de 1700K el estadcijg 1 deso¥be en forma de oxfgeno atémico, con una
5-

energfa de unos 6.3 eV y mediante un proceso de primer orden.

En la tabla siguiente se recogen los datos energéticos mas importantes re

ferentes a los procesos expuestos.
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ESPECLES YO WO_+w0_+w0 WO —| w0 8]
DESORGIDAS £ SR - I
TEMPERATURAS
i 1400 1700 1900 2040 7200
(k)
(] L] 1] @l
ESTADO DR
ESTADO ORIGEN B 6, e, > B;
FACTOR PREEXPONENCI AL 15 - - o %3
(5-1) 2.917x10 3.54x10 3.95x10 a.25x10 a.58x 10
(ev) 3.5 a.79 5,39 5.82 6.3
ENERGIA DE DESORCION
(Kcal/mol) 89.9 110.59 124.2 134.2 145.39
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